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1 研究内容 

D-3He核融合反応では，生成されるエネルギ

ーの大半は荷電粒子の運動エネルギーであり，

直接エネルギー変換が可能である．反応で生成

される粒子の一つに高速プロトンがあり，これ

は進行波型直接エネルギー変換器(TWDEC)で

エネルギー回収が行われるが[1]，一部のプロト

ンは回収できない．回収できないプロトンを金

属箔電極列に照射し，発生する二次電子を捕集

することで，間接的に高速プロトンのエネルギ

ーを回収するSEDEC (Secondary Electron Direct 

Energy Converter)が提案されている．より多く

の二次電子を捕集するため，磁石で磁場を印加

することが必要であるが，ミラー磁場が形成さ

れるため二次電子の回収には繋がっていない．

この講演では，従来よりも磁石のサイズを大き

くしてミラー比が1未満になる磁場分布を形成

し，ミラー効果を抑制した実験を報告する． 

 

2 実験内容 

 
  

図1 装置概要 

図 1 に実験装置図を示す．装置は捕集電極，

箔電極，背後電極，永久磁石で構成されている．

1 枚の箔電極にイオンビームを照射し，発生し

た二次電子を捕集電極で回収する．測定対象以

外の電極にバイアス電圧を印加して，バイアス

電圧-電流特性を評価する．イオンビームのエネ

ルギーは 1.1MeV であり，箔を透過しないので

二次電子放出は箔の前面からのみとなってい

る．箔は磁石の中央とその前後 20mm の 3 ヶ所

に設置でき，それぞれ F2, F1, F3 とする．図 2

は左図が F2，右図が F1, F3 での箔から捕集電極

にかけての磁場分布である．この磁場分布の違

いによって，F2 から発生した二次電子は磁気ミ

ラー効果による反射を受けずに回収すること

が出来る． 

 
図 2 箔の位置による磁場分布の変化 

 

3 測定結果 

図 3 は F1, F2, F3 それぞれの位置における捕

集電極のバイアス電圧-電流特性である．電圧-

電流特性が囲む第 4象限の面積が大きいほど回

収可能な電力が大きくなるので，低ミラー比磁

場の F2 が F1, F3 の時よりも電力回収が出来て

いると言える．結果の詳細については講演で発

表する． 

 
図 3 捕集電極の電圧-電流特性 
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